RFT SA412

Silizium- Epitaxie- Diode im Plastgehause zur elektronischen Bereichsumschaltung in
VHF- Tunern
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Grenzwerte
bei 9. = 25°C
Sperrgleichspannung Ur = 20V
DurchlaRgleichstrom I = 80mA
Gesamtverlustleistung Prot = 100mW
Betriebstemperatur 3. = -25 ... +85°C
Sperrschichttemperatur 9; = 125°C
Kennwerte
bei 9.=25°C
DurchlaBgleichspannung
bei I = 100mA Ur < 1,2V
Sperrstrom bei Ug = 20V Ir < 100nA
diff. DurchlaBwiderstand
bei lr= 10mA, f=30 ... 300MHz Iy < 1 Ohm
Nullpunktkapazitat
bei Ug = 0V, f = 0,5MHz Co < 3,1pF
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